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実験室レベルでは、有機半導体溶液からの薄膜形成に

はスピンコート法がよく用いられるが、基板を回転する

塗布法は応用上好ましくない。我々は、基板を回転させ

ることなく塗布でき、材料の利用効率に優れた塗布法と

してフロー・コート法に注目している。これまで、フロ

ー・コート法により 1 cm2の面積にわたって均一な低分子

有 機 半 導 体 6,13-bis(tri-isopropylsilylethynyl) 

pentaceneの結晶性薄膜を配向成長させることができ、電

界効果移動度、オン電流、閾値電圧、サブスレッショル

ド・スイングのばらつきを抑制することに成功した [1]。

本研究では、フロー・コート法で作製した高分子有機半

導 体 poly(2,5-bis(3-hexadecylthiophen-2-yl)thieno 

[3,2-b]thiophene) (pBTTT-C16)膜の電荷輸送特性の空間

的な均一性を、ボトムゲート/トップコンタクト(BG/TC)

型 OFET アレイを作製して評価したので報告する。 

オクタデシルトリクロロシランで処理した熱酸化膜(厚さ93 nm)付きn+-Si(100)基板(20 × 20 
mm2)上に窒素雰囲気中、基板温度80℃、100 µm/sのスピードで0.7wt% pBTTT-C16 o-ジクロロベン

ゼン溶液をフロー・コートすることにより厚さ23 ± 2 nmのpBTTT-C16活性層を形成した。膜の配

向性を向上させるために、窒素雰囲気中、150℃（液晶相温度）で15分間アニールした。最後にソ

ース・ドレイン電極（MoO3(25 nm)/Au(63nm)）を抵抗加熱型真空蒸着により形成し、BG/TC型OFET

アレイ（チャネル長50 µm，チャネル幅0.3 mm）を作製した。フロー・コート方向に対してチャネ

ル長方向が平行な素子と垂直な素子を各々30素子ずつ、計60素子を同一基板上に約1 cm2の領域に

わたって均等に配置した。その素子特性のばらつきから膜の電荷輸送特性の面内均一性を評価し

た。全ての素子に対して、ヒステリシスがない出力特性と伝達特性が得られた。伝達特性から得

られた飽和領域での電界効果移動度(平均値±標準偏差)は、平行素子：µ|| = 0.264 ± 0.006 cm2/Vs、

垂直素子：µ⊥ = 0.213 ± 0.005 cm2/Vsで、共に3 %以下のばらつきであった。移動度の異方性(µ||/µ⊥)
は1.2であった。電界効果移動度のみならず、閾値電圧、オン電流、サブスレッショルド・スイン

グのばらつきも小さく、平行素子、垂直素子毎の全ての素子の伝達特性はほぼ重なった。30個の

平行素子の伝達特性（VGS: +5→-30 V）を全て表示したグラフをFig.1に示す。この結果は、フロ

ー・コート法で作製したpBTTT-C16膜の電荷輸送特性の優れた空間均一性を示している。 
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Fig. 1 Transfer curves of all 30 
parallel-OFETs fabricated on the same 
substrate. The inset shows the optical 
microscope image of one of the OFETs. 
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